Mobilita elettronica in Si a diversi drogaggi

1 06 Electron mobility versus temperature for different
” doping levels.
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2. High purity Si (Na<4-10" cm™)
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E piti semplice se le decadi hanno
stessa lunghezza per le ascisse e per
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(sul foglio distribuito)
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Concentrazione di lacune in GaN drogato: misura della
energia di attivazione dai livelli accettori

Hole Concentration (cm )
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MOCVD-grown GaN:Mg
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La dipendenza dalla
temperatura della
concentrazione ¢

approssimativamente:

__A
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dove A ¢ la differenza in

energia fra i livelli accettori e
la cima della banda di valenza

Stimare A

Questo & un esempio illustrativo a fini didattici.
Dati completi, relazione piti appropriata e fit piti accurati su
P.Kozodoy et al., |.Appl. Phys. 87, 1832 (2000)
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Stimare A

{log p = log po — [A/2kpT] log e

dlogp A
5(1000/T) ~ 2000kpT
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Questo & un esempio illustrativo a fini didattici.
Dati completi, relazione piti appropriata e fit piii accurati su
P.Kozodoy et al., J.Appl. Phys. 87, 1832 (2000)
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Stimare A

log p = log po — [A/2kgT] log e

5= dlogp Ay
~ 6(1000/T) ~ 2000kg

0 log p = 4 decadi
8(1000/T) = 3.8 K-!

Alks = 2000 (4/3 8loge) ~ 4850 K
(26 meV = 300 K)

A =420 meV
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Questo & un esempio illustrativo a fini didattici.
Dati completi, relazione piu appropriata e fit piti accurati su
P.Kozodoy et al., |.Appl. Phys. 87, 1832 (2000)




